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１．概要（Summary） 

我々は、参考文献１で提案する半導体スピンフィルタデ

バイスの実験的な検証を行うことを目指している。このデ

バイス実現には、InP 格子整合系の InGaAs/InAlAs 半導

体二重量子井戸（エピ成長基板）をサブミクロンオーダー

で加工する必要がある。そこで、本研究課題では、Fig. 
1(up)に示すようなホールバーデバイスの中央に、Fig. 
1(left)に示すようなライン＆スペース構造を電子ビーム描

画装置を用いて加工した。具体的には、ライン（長さ 145 

µm×幅 0.2 µm）の部分に電子線を照射後、感光部のレ

ジストを除去した。このように作製したレジストをマスクに、

BCl3 を用いた反応性ドライエッチングにより、上部の量子

井戸の中央の深さまで精密にエッチングを行った。エッチ

ング深さは、触針式段差計によると、45 nm程度であり、非

常に精密に制御されていることがわかった。エピウェハの

構造の中での活性層（デバイス動作に有効な部分）は、

10 nm 厚の量子井戸層（InGaAs）2 枚が 3 nm 厚の障壁層

（InAlAs）を挟みこんでいる構造をしている。今回のエッチ

ング深さでは、丁度上側にある量子井戸の中央付近まで

エッチングされており、今後、トランスポート測定により、デ

バイスの動作原理を検証する。 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

超高精度電子ビーム描画装置(ELS-7000HM) 
【実験方法】 超高精度電子ビーム描画装置 100 kV を

利用し、長さ 145 µm （幅 δ=0.2 µm ）のラインを、

L=0.3 µm~2.2 µm間隔（スペース）で、100～200本描画し

た。使用したレジストは ZEP である。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
 Fig. 1 に、今回の加工で作製したデバイス構造のレー

ザー顕微鏡写真を示す。微細加工プラットフォームでの

助言を元に決定した EB 露光条件で、ほぼ最適に露光さ

れていることがわかった。 
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Fig. 1: (up) Scanning laser 
micrograph of the 
fabricated device. EB 
drawing was performed 
right on the Hall bar． 
(left) Magnified view of 
the pattern part by the 
scanning laser microscope. 
 


